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る。上記の要請を満たすものとして、InP 系ヘテロ接合バイポーラトランジスタ(Heterojunction Bipolar 
Transistors, HBT)が使われており、今後さらに特性を向上させるためには、InxGa1-xAs1-ySby の利用が有
望である。 InxGa1-xAs1-ySbyをベース層に有するダブルヘテロ接合バイポーラトランジスタ (Double 






 第 3 章では、本研究における実験手法、評価手法および実験結果の解析手法について述べる。本研
究においては、すべての試料は減圧MOCVD法によって、半絶縁 Feドープ(001)InP基板上に成長を行






 第 4章では、InP/GaAs1-ySby DHBTの電流利得を向上させる手法として、GaAsスペーサ層を InPエミッ
タ層と GaAs1-ySbyベース層の間に挿入する手法を提案し、この挿入効果について議論する。本手法は、
GaAs1-ySbyベース層形成の後に、単に TMSb および CBr4の供給を中断することで、GaAs スペーサ層を
成長無中断で形成可能であるために、ベース－エミッタ界面形成が容易となる。また、歪 GaAs/InP が
type-II のバンドラインナップを有するため、DHBT の特徴が損なわれないという利点を有する。検討の結
果、2 nmの GaAs スペーサ層が、高周波特性を損なうことなく DHBTの電流利得を向上させることができ
る有益な構造であることを示唆するものである。また本検討より今後、ワイドバンドギャップエミッタ層や四
元混晶 InxGa1-xAs1-ySbyベース層の適用により、DHBTのさらなる高電流利得化の可能性が示された。 
 第 5 章では、四元混晶 InxGa1-xAs1-ySbyを DHBT のベース層に適用することで、DHBT のターン・オン
電圧を低減させる検討について述べる。InxGa1-xAs1-ySbyベース DHBT は、InP 系 DHBT の高周波特性
などを犠牲にすることなく、その駆動電圧を低減し、ICの低消費電力化に貢献できる有益なデバイス構造
であることが明らかとなった。 


























 平成２７年 2月 16日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
 
